
科学研究費助成事業（基盤研究（Ｓ））研究進捗評価 

 

 

課題番号 17H06152 研究期間 
平成２９(2017)年度 

～令和３(2021)年度 

研究課題名 

実用デバイスに向けたハーフメタ

ルホイスラー合金のスピン依存伝

導機構の解明 

研究代表者 

（所属・職） 

（令和２年３月現在） 

宝野 和博 

（物質・材料研究機構・磁性・ス

ピントロニクス材料研究拠点・拠

点長、フェロー） 

 

【令和２(2020)年度 研究進捗評価結果】 

評価 評価基準 

 A+ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

 A 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

○ A－ 
当初目標に向けて概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれるが、一部

に遅れ等が認められるため、今後努力が必要である 

 B 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 
C 

当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の

中止が適当である 

（意見等） 

本研究は、ホイスラー合金系ハーフメタルに基づく面直電流巨大磁気抵抗（CPP-GMR）素子につい

て、室温における磁気抵抗比の低下の機構を明らかにし、高性能な素子を実現して超高密度な HDD や

生体センサーへの応用を目指すものである。 
当初設定した目標が非常に高いため、現在までに達成した研究成果からは当該目標に到達できるか

必ずしも明確ではないが、従来から指摘されている CPP-GMR 素子の課題について着実に解明につな

がる研究成果を上げている。また、実際の素子において磁気抵抗比の世界記録を更新したことは評価で

きる。 


